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(7)種付け処理基板上での (100) 面選択成長において，薄膜を構成する粒子の (100) 面が下地の 81 (1 00) 面に対
し，回転方向は配向していないもののほぼ平行なダイヤモンド薄膜を得ることにより，高配向ダイヤモンド薄膜合成
の可能性を指摘している。
(8)プラズ、マジェット CVD 法なと、の熱フ。ラズ‘マ CVD や， 8i 以外の基板へのダイヤモンド気相合成においても成長
速度，成長粒子密度などの点で良好な結果を得ている。
以上のように， ダイヤモンド薄膜合成における核発生促進処理としての超微粒ダイヤモンドによる種付け処理に関
する研究において， CVD ダイヤモンド合成技術上重要な知見を明らかにしている o また，超微粒ダイヤモンドの実
用化にむけての精製法と物性に関する重要な知見も示しているo
本研究で得られた結果は，新素材としての超微粒ダイヤモンドの実用化と，機能材料としてのダイヤモンド薄膜研
究の発展に貢献したものと結論できる o よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める o
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